Heterosandiiriniy mikrobangy diody detekciniy savybiy modifikavimas Sviesa
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Mikrobangy jutikliai padeda mums komunikuoti,
orientuotis erdvéje, sekti savo kiino fizing biiseng ir
atlikti dar daug mums batiny veiksmy. Pats ,,jutiklio*
terminas jpareigoja $j prietaisg buti jautriu mikrobangy
spinduliuotei, pasizyméti dideliu voltvatiniu jautriu, t.y.
rodyti dideles detektuojamos jtampos santykio su
krintan¢ios spinduliuotés galia vertes. Salia Sio
reikalavimo mikrobangy jutiklis turi tenkinti ir kitus: jo
detektuojama jtampa turi minimaliai priklausyti nuo
temperatiiros, slégio, drégmes, apsvietos ir kity aplinkos
faktoriy.

Pranesime nagrinésime apsvietos jtaka

detektuojamos jtampos dydziui, kai mikrobangy
spinduliuoté veikia planarinius mikrobangy diodus
GaAs/Al,Ga;,As heterosandiros pagrindu. Buvo
pagaminti ir tiriami diodai su  skirtingomis
heterosanduromis:  Alj,sGag7sAs/GaAs,
Aly3Gay,As/GaAs, GaAs/Aly;Gag 7As.
Toki Al,Ga,,As trinario junginio AlAs molinés dalies x
pasirinkimg salygojo ta aplinkybé, jog butent diodai su
x=0.3 verte  junginyje parodé didziausia
heterosandiirinio diodo voltvatinio jautrio reik§mg [1].
Invertuota GaAs/Aly;Gag7As heterosandiira
eksperimentams buvo pasirinkta dél efektyvesnio
trinario junginio Aly3Gag;As apSvietimo, kadangi
Svieciama buvo i§ puslaidininkinio padéklo pusés.

Kaip ir visy misy gaminamy mikrobangy diody,
skirty auks$ty dazniy (K, dazniy ruozui ir aukStesniems)
signaly detekcijai, konstrukcija yra planariné: abu diodo
kontaktai yra toje pacioje plok§tumoje, o puslaidininkinis
darinys su metaliniais kontaktais yra pernestas ant
elastingos keliy mikrometry storio dielektrinés poliimido
plévelés. Heterosandiriniai diodai buvo gaminami i§
molekuliniy pluosteliy epitaksijos budu uzauginty
dariniy. Diody aukstadazniy parametry matavimai buvo
atlickami panaudojant Cascade Microtech zondinj
manipuliatoriy K, daZniy juostoje. Si matavimo
metodika yra patogi ir papildomiems diody apsvietos
eksperimentams, kas yra sunku, kai diodas yra
jmontuotas ] bangolaiding perdavimo linijg, ypatingai
aukStesniy dazniy atveju. Diody apsSvietimui buvo
naudojama matomo spektro nemonochromatiné viesa ir
monochromatiné lazeriy bei $viesos diody spinduliuoté.
Eksperimentai buvo atlickami kambario temperatiiroje.

Apsvietus maksimalios ap$vietos nemonochromatine
Sviesa, diody su heterosandiromis Alj,sGag7sAs/GaAs,
Aly3Gag7As/GaAs ir  GaAs/Aly;Gag,As varza
sumazédavo atitinkamai 1.3, 20+30 ir 150+160 karty.
Heterosandirinio diodo su x = 0.25 AlAs moline dalimi

voltvatinis jautris S beveik nepriklausé nuo apsvietos,
kai, tuo tarpu, diodams su x = 0.3 moline dalimi Sviesa
daré zenklig jtaka detekcinéms jy savybéms, (zr. 1 pav.).
Jeigu diodo su Aly3Gag;As/GaAs heterosandiira jautris
monotoniSkai padidéjo daugiau nei tris kartus
maksimaliai jj apSvietus, tai invertuoto diodo su
GaAs/Aly;Gag,As heterosandiira  voltvatinis  jautris
mazinant apSvietimg i§ pradziy didéjo, pasieké
maksimuma, po to pradéjo mazéti ir pakeité zenkla.

Sviesos jtaka heterosandiiriniy diody elektrinei
varzai ir voltvatiniam jautriui aiskiname kriivininky
tankio kitimu heterosandiiriniuose dariniuose veikiant
Sviesai. Skirtinga $viesos poveikj diodams su x = 0.25 ir
x = 0.3 AlAs molinémis dalimis lemia DX centry
susidarymas trinariame Al,Ga,_,As junginyje, kai x verté
virsija 0.25 [2]. Didesné $viesos jtaka invertuoto
heterosandiirinio diodo atveju ai$kinama tuo, jog Siuo
atveju didesnio intensyvumo $viesa krinta j Aly;Gag;As
sluoksnj, lyginant su diodu su Aly3Gay;As/GaAs
heterosandiira.
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1 pav.  Heterosandiriniy = mikrobangy  diody
santykinio voltvatinio jautrio priklausomybé nuo
apsvietos. Mikrobangy spinduliuotés daznis 30 GHz.
Diodai ap$vie¢iami nemonochromatine balta Sviesa.

Reiksminiai ZodZiai: mikrobangy diodas,
elektromagnetinés spinduliuotés detekcija, voltvatinis
Jautris, apsvieta.
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